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Sposéb otrzymania czystego slarczanu glinv
Udzielono patentu z mocg od dnia 13 listopada 1951 r.

Czysty siarczan glinu stosuje si¢ w przemy-
slach: papierniczym, wilékienniczym, farmaceu-
tycznym i innych. Zaleznie od zastosowania sta-
wia sie temu produktowi réine wymagania od-

- no$nie stopnia czystosci; czesto wymagania te sa

bardzo wysokie, szczegdlnie, jesli chodzi o zawar-
to§é zwigzkéw zelaza w siarczanie glinu.

Do chwili obecnej czysty siarczan glinu otrzy-
muje sie niemal wylgcznie z wodorotlenku glinu
o wysokim stopniu czysto$ci uzyskiwanego przez
przerSbke boksytu metoda Bayera.

Produkt tak otrzymany jest bardzo czysty, za-
wiera tylko setne czeSci procentu zwigzkéw ze-
laza, krzemionki i dziesigte czes$ci procentu siar-
czanu sodu, jest jednak drogi.

Siarczan glinu mozna, jak wiadomo, otrzymac
w sposéb znacznie tanszy, rozkladajgc glinokrze-
miany, np. gliny ogniotrwale lub koalin kwasem
siarkowym.

Otrzymane roztwory siarczanu glinu sg silnie
zanieczyszczone zwigzkami zelaza i dotychczas

*) Wlasciciel patentu oéwiadczyl, ze wynealazca
jest Stanistaw Bredsznajder w Warszawie.

h.ie udalo sie na skale przemyslowg wykrystali-

zowaé czystego siarczanu glinu, gdyz wydziela-
jace sie po ochlodzeniu roztworu krysztaly siar-
czanu glinu sg réwniez zanieczyszczone lub tez
roztwér po stezeniu go krzepnie na mase krysta-
liczng, zawierajgca zanieczyszczenia zawarte w tu-
gu macierzystym.

Stwierdzono obecnie, zZe z powyzszych roztwo-
réw technicznych siarczanu glinu mozna wykry-
stalizowaé czysty siarczan glinu, je$§li roztwory
te zaszczepi¢ krysztalami czystego siarczanu glinu
w takich warunkach przesycenia, w ktérych kry-
stalizacja nie nastepuje.

Nastepnie nalezy bardzo powoli zwiekszaé
przesycenie przez stopniowe wkraplanie do roz-
tworu stezonego kwasu siarkowego i réwnocze-
sne lagodne chlodzenie masy krystalizujgcej. Wy-
trgcajace sie¢ krysztaly rosng wéwczas powoli na
wprowadzonych zarodkach, przy czym nowe za-
rodki tworza sie tylko w bardzo malej ilosci.
Dzieki temu uzyskuje sie produkt o duzej czy-
stosci.

Przyklad. Roztw6r techmmy sianczanu glinu
otrzymany np. przez wy!ugowanie gliny kwasem



siarkowym i zawieréjacy povfryiej 120 g Alx(SOu4)s
na litr zaszczepia sie krysztalami czystego siar-
czanu glinu i wkrapla kwas siarkowy o stezeniu
powyzej 60°% w iloSci co najmniej, 0,25 kg na
litr roztworu. Roztwér podczas krystalizacji mie-

sza sie i ochladza do temperatury 20 —30° C.

w ciggu kilku godzin.

Utworzone krysztaly siarczanu ghnu odd21ela
sie od lugu pokrystalicznego przez odwirowanie
lub odsaczanie, przemywa, stapia i stop zobojet-

_nia si¢ w celu utrzymania kwasowos$ci produktu
w granicach przepisanych normami.

Pozostaly lug pokrystaliczny oraz ciecz z prze-
mycia krysztaléw, zawierajgce calg ilo§¢ wprowa-
dzonego kwasu siarkowego, mozna uzyé np. do

sPrasa* St-gréd, 4052 — 15. 7. 53 — R-4-37769 — Bl bezdrz.

rozkladu gliny w celu otrzymania nowych 1losci
roztworu technicznego siarczanu glinu.

Zastrzezenie patentowe

Spos6b otrzymania czystego siarczanu glinu

z roztworéw technicznych, znamienny tym, ze

roztwor zanieczyszczony zaszczepia sie kryszta-

lami czystego siarczanu glinu w takich warun-

kach przesycenia, w ktérych krystalizacja nie

nastepuje i wkrapla stopniowo stezony kwas

siarkowy, réwnoczesnie chlodzac i mieszajac
ciecz poddang krystalizacji.
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Zastepca: Kolegium Rzecznik6w Patentowych

100 g. — 150.
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